Наноэлектромеханический резонатор на основе нанопровода из нитрида кремния
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Последние десятилетия внимание исследователей приковано к наноразмерным объектам, в частности наноэлектромеханическим системам (НЭМС). Такие структуры могут быть использованы как для прикладных, так и для фундаментальных исследований [1]. На базе НЭМС возможно создать сверхчувствительные датчики массы, силы, ускорения [2,3]. Гравиметры на их основе обладают разрешающей способностью 10-10[image: image2.png]/T



 [2], что на порядок выше существующих атомных гравиметров. Простейший наноэлектромеханический резонатор представляет из себя тонкую подвешенную балку, закрепленную с двух сторон. При пропускании переменного электрического тока через проводящую часть, происходят периодические колебания балки во внешнем электромагнитном поле. По изменению резонансной частоты колебаний определяют степень воздействия внешних сил на балку.
В данной работе продемонстрирован способ изготовления НЭМС на основе нитрида кремния с толщиной верхнего слоя Si3N4 - 250 нм. Структурная стабильность, высокая механическая добротность и модуль Юнга [5] и выделяют данный материал среди аналогов. При изготовлении использовались стандартные КМОП технологические процессы: электронно-лучевая литография с использованием позитивного резиста, реактивно-ионное и жидкостное травления, напыление тонких пленок.
Было изготовлено несколько серий образцов НЭМС на основе подвешенных нанопроводов с размерами L=50-600 мкм, h=250 нм, w=200 нм. Проведено исследование механических характеристик изготовленных образцов с применением магнитодвижущего метода. Согласно теории Эйлера-Бернулли резонансные частоты для нанопроводов длиной 50 мкм и 600 мкм составляют 0.8МГц и 5.5КГц соответственно.
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